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INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DU SUBSTRAT SUR LES
QUALITES DES COUCHES ZnTe DOPES PAR L’As
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Résumé

Dans ce présent article, nous cherchons un régime de températures optimal pour 1'obtention
des couches minces et monocristallines de ZnTe et dopées par 1'Arséniure sont obtenues par
la méthode d'épitaxie en phase vapeur. La température de la source (ZnTe) Tsou est fixée
a 780°C et celle du substrat en Sélénium de Zinc (ZnSe) (TSub) varie de 620°C a 690°C.
L'apparition d'une raie intense a caractére excitonique dans le spectre de
photoluminescence des couches ZnTe obtenues sous un régime de température Tsou =
780°C et Tsub = 670 — 690°C confirme les bonnes qualités cristallines des couches
obtenues.
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Abstract

In the present paper we look for an optimal regime of temperatures to obtain the ZnTe thin
films doped with As using the vapor phase epitaxy method. The source temperature (ZnTe)
Ts is fixed at 780°C and the substrate (Tg;) varies between 620°C and 690°C. The
apparition of an intense exciton band in the photoluminescence specter of the ZnTe films
obtained under regime of T temperature 780°C and

Tsubs = 670 - 690°C show the high quality of the obtained thin films.
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